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Beste vrienden,

het is een goede gewoonte om bij het begin van een nieuw
Jaar, zowel een terugblik op het versireken jaar te
slaan, alawel te trachten een visie te vormen op het
Jaar dat nu nog voor ons ligt.

Als we terugkijken op het veratreken jaar kunnen we met
voldoening constateren dat we o.,a. op een geslaagde
velddag mogen terugzien, ook het JOTA gebeuren is iets
wat in onze herinnering als een succea zal blijven
voortbestaan,

Het aantal bezoekers op onze bijeenkomsten , wijst er
op dat we ook hier in het goede straatje zitten,
Helaas hebben al de pogingen om een min of meer eigen
afdelingsonderkomen te verkrijgen nog steeds niet tot
resultaten gelijd.

Sombere wolken pakten zich samen, toen aan het eind
van het jaar met de bestuursverkiezingen in het voor-
uitzicht, de bereidheid om zich hiervoor in te zetten
uitermate teleuratellend bleek.

Het was dan ook op een gegeven moment mijn taak om een
waarschuwende vinger op te sieken teneinde op de
gevolgen van deze situatie te wijzen.

Gelukkig is gebleken dat mijn opgeheven vinger niet
tevergeefs is geweest, getuigen hetgeen u op dit moment
op het schoolbord duidelijk kan waarnemen.

Cok nu blijkt weer overduidelijk dat er toch nog steeds
mensen 2zijn die het hart voor onze afdeling op de goede
plaats dragen. '

Wi zijn hen ongetwiifeld enige dank schuldig.



Ik ben mij er van bewust dat ik als voorzitter in het jaar
1986 de nodige fouten en tekortkomingen heb getoond.

Dank zij degenen die mij gecorrigeerd hebben, die mij met
hun welgemeend advies gediend hebben, zijn m.i. geen
calamiteiten voorgekomen,

In samenhang met hetgeen ik hiervoor heb gememoreerd,

wil ik een aantal persoonlijke dankwoorden ult te spreken.
O0m te voorkomen dat aan de plaats in deze lijat enige
andere waarde toegekend zou kunnen worden, is de lijat

op basis van de call op alphabetische volgorde samen-
gesteld,

Harm PAFLVB voor het QSL bureau, de velddag en de JOTA.
Eddy PAJVRA voor het voeren van het secretariaat.

Herman PA3ASN voor de antennemast.

Wim PA3CAY voor bestuurslid ad interim.

Didier PA3CTM voor zijn antenneadviezen, de velddag en

de JOTA. '

Govert PA3DEF voor het velddag gebeuren.

Ronald PAZDOU voor het beschikbaar sitellen van apparatuur,
Auke PA3DWB voor zijn adviezen, de velddag en de JOTA,
Dick PA3EGK voor de printservice.

Wim PDgEDN voor de verzorging van het ham news.

Jaap PDECCE voor het velddag gebeuren.

Huib PE1PFIL voor het penningmeesterschap en de schenkeingen.

wim PE1GRL voor de verzorging van het ham news.

Jan PE1HFL voor excursies en ondexkomen,

Voorta al degenen die mij tijdens mijn voorzitterschap
gesteund hebben.

Ik besef dat ik door dit persoonlijke bedanken een groot
risico loop om iets of iemand vergeten te hebben.

Ik heb dit niet bewust gedaan, en ben dan ook bereid
hiervoor het boetekleed aan te trekken,

Ook harteljjk dank aan degenen die ons gesteund hebben
met vrijwillige bijdragen bestemd voor de evenementen,

Voorwat betreft de overige sktiviteiten, denk ik aan de
geslaagde excursies o,a. het luchtmachtmuseum en het KNMT.




De geplande excurasie naar de windmolen in het Botlekgebied
kon i.v.m. technische problemen aldaar helaas niet doorgaan.
Tevens mochten we weer getuige zijn van een aantal goede
lezingen.

Vooruitziende in het jaar 1987 heb ik het volste vertrouwen
dat het nieuwe bestuur in nauwe samenwerking met de leden
zullen zoxgen dat ook dit jaar weer een jaar wordt waarop
we allen met voldoening zullen kunnen terugzien.

Qok dit jaar zal weer worden gewerkt aan het organiseren
van lezingen en excursies.

De sktiviteiten tot het verwerven van een eigen onderkomen
zullen worden voortgezet.

Ik wil niet besluiten zonder de hoop uit te spreken, dat
u met z'n allen het beste beentje voor wilt zetten, om
de goeds naam die de afdeling Nieuwegein al reeds heeft,
te handhaven en een afdeling te ziin waar wij allen trots
op kumnnen zijn.

Allen die ik dit nog niet persoonlijk heb kunnen doen, wil
ik bij deze als nog een gelukkig, gezond, en aktief 1987
toe wensgen.
de voorzitter:
John PA3AZC

.VAN DE SECRETARIS:

De verkoping van 11/2/87 heeft honderd gulden opgebracht.
verder is er een vrijwillige bijdrage bijeen gebrachti grootl
f.64,45. Wi zeggen een ieder dank voor deze bijdrage en
inzet,

Het bestuur zag graag reacties van de leden m,b,t.een
eigen home,

Het bestuur zou graag willen weten wie tegen een eigen
home is. :

Personen die er voor zijn hoeven niet te reageren en zjj




die zwijgen, daarvan nemen we aan dat zij geen bezwaar
hebben.

I.v.m, de concretisering of de nog uit te werken plannen
is het zinvol daarover iets meer te weten.

Op deze wijze voorkomen wij het verknoeien van onze energie.
Wij zien met belangstelling uit naar uw reacties

voor 1 april 1987.

Uw eventuele reacties inzenden op schrift aan het asecreta-
riaat, bijvoorbaat onze dank.

de secretaris
Auke PA3DWE.

Uw redactie zit nog altijd te springen om copy voor het
HAM~NEWS.

Schrijff ook eens iets, het hoeft geen groot of moeiljk
artikel te zijn.

Een simpel schema kan voor een ander nou julast dd op-
losaing voor een probleem zin.

De redactie doet haar best een aantrekkelijk blad samen
te stellen, maar dat gaat niet zonder de medewerking van
de lezers.

7Ziet u geen kans een artikel te schrijven, neem dan toch
kontakt op met de redactie.

Samen kunnen we dan van uw idee een goed artikel maken.

de redactie:
wim PD@EDN
Wim PE1GRL.



Het bestuur van de afdeling Nieuwegein Nr. 29, verzoett u van het navolgende goede nota te
fneaen,

Bp 14 januari j.l.  heeft er een algeeeneledenvergadering et bestuursverkiezing
plaatsgevonden binnen de afdeling 29. De daaruit voortvloeiende wijzigingen willen wij u
niet onthouden.

Met ingang van 14 januari 1987 zitter de navolgende 0.W's in het bestuur.

Voorzitter  : John Clobus PAIAIC.
Penningaeesters Huib Hensbergen PELFIL,
e Secretaris : Auke Veenstra PAIDND,
2e Secretaris @ Daan Minderhoud PEIFMR,
Vice-Vogrz, i Piet 0. Vastenhout PA3IEAD,
Lid : bovert van Rooijen PAIDEF.
Lid t Siep v.d, Bijl PEILLK.

Er op vertrouwende dat u van het bovenstaande kennis neeat en voor goede afwikkeling zoryg
[draagt,

Verder delen zij v mee dat op 1! maart a.s. een lezing met demonstratie gehouden wordt
over het MAC 44 systees. Kortca meten met de cosmodore &4, 0.a. logic time analyzer,
patroongenerator,frequentiencter, oscilloscoop, voltaeter,en  functiegenerator, Ranvang
20,00 vur. Lokatie gebouw de Lantearn, Utrechtsestraatweg nr. 4. te Nieuwegein,

Op 0B april is er sen lezing door de ON J. Hoogeboom, (FDONUM) Nadere informatie via uw
clubstation PIANNG, op de eerste dinsdag van de maand. Frequentie 145,425 MMz, Aanvang
20,00 uur precies,

Op (3 mei is er een lezing door Piet Sterrenburg, (PEOALM) Kij zal het hebben over
toegepaste lazertechniek, Een en ander onder voorbehoud.

PAOVRA  Eddy blijft het HAM-NEWS afwikkelen als doen gebruikelijk. Dit is samenwerking et
POOEDN

Wij spreken de wens uit dat wij met u op een vruchtbare samenwerking sogen rekenen,
Hopende ¢ hieraee voldoende te hebben geinformeerd, verblijven #ij, aet vriendelijke 73.

lie verder taakvervulling van het bestuur zan de binnenzijde van de omslag,

Nasens het bestuur voor deze,
De Sacratais Afd.29.



communicati

ENTRUM

Venhorst

Klein- en Groothandel, im- en exporl in Electronische en
Eleclrolechnische materialen, Zend. en Onlvangslapparaten.

$ATan FTENT Lt ety

e m e ae e

P SN TDR PRITOR |
gﬂ

m.m i Al ol “mu

e e

Dualbander 2mtr/70cm nu
FULL Duplex 25 WATT.

FT-757GX 150kc-30Mc/100Katt,
All MODE f 2945,00 7




FT-726R  ALL-MODE 2mtr.

HFIVHF/UHF transceiver met volie duplex'mogelijkheld.
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overzicht lezingen 947
veron nieuwegein
plus vergadering

inclusied best,verg,

Uit dit overticht kunt u alvast de geplande bijesnkonst data in uw agenda schrijven dan

kunt u het ook niet vergsten, Wa we zoeken niet naarstig naar een spreker die de stoelen
iets wil vertellen,

AFDEL INGSBIJEENKONSTEN: L BESTUURSVERGADER INGEN
18 januari s huishoudelijke verg, ! 21 januari  {jehn}
11 _februgri & verkoping. L \04 februari  {auke)
LLasrt  : maris electronics. CAM-b4, H 04 naart. (A
08 april ¢ Jan hoogenboom (glasvezel.) L 0f april. { 1
13 nef t Piet Sterrenburg (PEQALM) lazer toepassingen. 06 mei (
10 juni I P T I T $ 03 juni ¢ )

jyli i3 vakantie magnd geen lezingen geen vergaderingen...........vakantie...vakantie

12 augustus ¢ (ovvnverervversnersnvrarseans 4 09 augustus ()
09 september: Looiviiviiniienicrairiiiiine | 02 septeaber { )
14 oktober 1 (uvivvvcinneanniininiinnn ot 07 oktober ()
I november 3 loovrvvnnernnsirsransrarnnans ! 04 noveaber ()
09 deceaber 1 liusivisecsannrmnnnnrsennnss ' 02 dlcénber ¢ )

De lezing in mei is onder voorbehoud, Luister daaros naar uw clubstafiun op de le dinsdag
vin de saand op de welbekende frequentie 145,423 MHz. Aanvang 20.00 uur precies.

Kent u een persoon of personen die wen avordvullende lezing kunnen houden en deze lezing
ook nog iets met de hobby te maken heeft, dan mag u aij bellen 03402-55847,



H alfgeleiderelektronica
in de jaren ’80 J.F. Verwey

Technlach Fysiach Lab

lum, Rifksunh

Italt Gronk 3

Weinigen zullen hebben voorzien dat de uitvinding
van de transistor zo'n stormachtige ontwikkeling op
het gebied van de elekironica op gang zou brengen.
Want hea zag er in het begin naar uit dat de transistor
niet veet ineer zou zijn dan een min of meer normale
omiwikkeling in de richiing van steeds Kieinere vers
sterkerelemenien en veben twijfetden eraan of hij ooit
de clekironenbuis zow kunnen evenaren.

Zij kregen ongelijk, de transistor heeft niet alleen
de vacuiimbuis op de meeste plaatsen verdrongen,
mazs zelfs voor een revolutie gezorgd.

Dt de 1ransistor cen nicuw tijdperk in de elekiro-
nica heelt ingeleid, konit door het eit dut een transis-
for tegelijk met vele anderc in een stukje hailgeleider-
materiaal kan worden samengebracht, Dat wil zeggen,
mel behulp van (ransistoren kan een geintegreerde
schakeling gemauaki worden: de chip.

In dit artikel wordt de Tabricage en werking van cen
MOS-veldeffect-transistor in het kort uitcengezet.
Daarnaast komen cakele trends in de halfgeleider.
elektronica aan de orde, verkleining van trunsistoren,
muatcrinalbeheersing, prestatieverhoging en verhoging
van de betrouwbaarheid. Als afsluiling wordl ecn
tweelal onderzoeken besproken.,

De MOS-veldefTect-transixtor, een van de belang.
rijiste elemenien bl Very Large Scale Integration

Het samenbrengen, het integreren van transistoren in
cen siliciumkristal wordl op het ogenblik in de indus-
tric ver doorgevoerd. Men spreekt nu al van VLSI:
very large scale integration. Hierbij worden enkele
honderdduizenden transistoren samengebrachi in ¢en
siliciumkristal met een opperviak van enkele tientallen
vierkante millimeters. Dil is mogelijk door de grote
cenvoud van de transistoren, die als actieve elementen
in deze elektronische schakelingen worden gebruikt en
door de mogelijkheid om ze zeer kicin te maken.
Welke zijn nu deze wonderen van de techniek? De

Hallgelviderglukironics \n de Jaren 'B0

betangrijksic is de Metal-Oxide-Semiconductor (MOS)
veldeffect-iransistor. We zutlen in de volgende para-
grafen bespreken hoe de MOS-veldeffect-transistor,
of kortweg MOS-iransistor, werkt en hoe hij wordi
gelabriceerd.

Hoe werkt eon MOS-(ransistor?

Aan het opperviak van een p-lype siliciumkristal be-
vinden zich een twee n*-1ype gebieden: source ¢n druin
(figuur 1), Tussen deze twee kan, door de gate-elek-
trode, de opperviaktepotentiaal gevaricerd worden cn
daarmee de concenlratie van de clektronen en gaten.
Een positieve gale-potentiaal verdringt de gaten, de
gatenconcentratic, p, wordt dus tager. Echler het
produki van p en a {n = clektroncaconcentratic) is in
een halfgeleider constant, # gaan dus omhoog en kan
zells groter worden dan p. Deze toestand noemt men
inversie. Door deze inversie fungeert de onder de gate
gelegen oppervlakielnag als geleidend gebied {kunaal}
{ussen de beide n'-gebieden. In andere woorden: door
cen posilieve spaniing op de gate-clektrode wordt de
transistor aangezel, Daar de gale door een oxidelaag,
ecn zeer goude isolator, van het kanaal en de rest van

gate

sSource drain

n+ n+
kahaal(n)
p-Si
Fig. 1: Doorsnede van een Metal-Oxide-Semiconduc.
tor (MOS) -tronsistor, Een positieve spanning op de

gale-elekirode induceert een geleidend gebied (kanaal)
tussen source en droin.
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de transistor gescheiden is, is de gate-siroom nihil,
alleen iijdens poieniiaalverandesingen vlocit er ecn
laad- of ontfaadsiroom. We kunnen dus met zeer
weinig energie de kanaalstroom sturen.

Hoe wardt een MOS-transisior gemaski?

De fabricage van een MOS-transistor, als voorbeeld
een n-Xanaal type, bs zeer schematisch weergegeven
in figuur 2. We gaan uit van een plak p-lype silicium
(figuur 2a). Deze plak {diameter circa 10 cm, dikle
ongeveer 0,5 mm} bestaat uit Eénkristallijn silicium
met een zeer hoge zuiverheid. Figuur 2 laal hiervan

cen 2eer klein stukje in doorsnede zien, in lulerale —

richting circa 20 um.

Als eerste stap wordi de plak geoxideerd. Door mas-
kering is het magelijk om plaatselijk de oxidelaag dun
te maken, hier komt de transistior, Het dunne oxide-
gebied is als cen venslertje in het dikke oxide aange-
bracht (zie figuur 2b). Het dikke oxide is ongeveer
} ym dik, het dunne oxide een factor 10 dunner. Hier-
aan kan men zien, dor -de almetingen in figuur 2 niel
precies op schaal zijn weergegeven.

Als volgende stap krijgen we de depositie van cen
polykristallijne siliciumlaag. In deze poly-Si-laag

a.

p-Si

'

Fig. 2 Sterk vereenvoudigde weergave vun dv stup-
pen in een fabricageproves voor MOS-trensistoren,

poly-Si
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wordt mel behulp van fotolithografle een patroon ven
gate-clekirodes voor de MOS-transistoren gemaakl.
Fotolithografie bestant uit het aanbrengen van ¢en
fotogevoelige faklasg gevolgd door belichien door een
masker met het gute-clekirodepatroon, ontwikkelen
en fixgren, met als resultanl een laklaag op de plaatsen
waar de gate-elekirodes mocten komen. Dit lakisag-
patroon nu wordt gebruiki als etsmasker voor het ver-
wijderen van het overtollige poly-Si, bijvoorbeeld in
een gasontladingsplasma van halogenen ¢n halogeen-
verbindingen. .

Na het maken van de poly-Si gate-elektrodes worden
source ¢n drain gevormd door ionenimplantatie van
arseen (figour 2¢3. De As'-ionen worden ingevangen
in her dikke oxide en in het poly-Si, maar dringen
naast de gate door het dunne oxide heen. De juisie
keuze van de ionen-energic is hierbij erg belungrijk.
Door de geimplanteerde ionen wordt het énkristal-
lijne siliciunt #* gedoteerd, Hierna wordt de plak nage-
stk ain de implantaticsehade te hersteller, wanrmee
hel wunbrengen van source en drain voltoold is,

Na het sanbrengen van een oxidelaag op het poly-Si
en het moken van contactvensters hierin voor gate,
source ¢n drain wordl een aluminiumbedradings.
patroon sangebracht, ook weer met behulp van fulo-
lithogralie en (plasma-) etsen,

In fighaur 2d is dit aluminium-palroon aangegeven,
Mut oprel is &én van de uansluitingen (rechils) over het
dikke oxide getekend, Deze vormt 2o het elekirische
contiel met de volgende transistor in de geintcgreerde
schakeling. Nu kan ook meteen duidelijk gemauki
warden wat het doel is van de dikke oxidelaag, z¢ heeft
1ol 1aak de isolatie 1ot stand e brengen tussen twee
naburige MOS-wcansistoren, Een ¢lekirische spanning
van § volt, zoals gebruikelijk is in de MOS-1echniek,
verzoorzaakl wel inversie door het veldeffect onder
het gate-oxide, maar. niet onder het dikke oxide.
Daurdoor wordlt de vorming von een (parasitair)
kanual tussen twee naburige MOS-transistoren ver-
meden en blijven ze van clkaar gelsoleerd op plaatsen
waar dil gewenst s,

In het voorgaande is slechts een 2e¢r eenvoudige
weergave van het MOS-fabricageproces gegeven, cen
voliediy proves voor het maken van geintegreerde
schakelingen is veel vitgebreider, Het bevat bijvoor-
beekd cen tientdl fotolithografische stappen en vijif
jonenimplantatics, Yoor het begrijpen van de rest van
dit artikel is bovensiaande schematische weergave
echier voldoende.

Trends In de hnifgelelderelektronica

Bij de bespreking van de trends in de halfgeleiderelek-
tronica moet natuyrlijk in de eerste plaats de verklei-
ning van de tunlislorcn aan de_orde komen. Deze
maakt het mogeliik om steeds fneer 1ransistoren per
vierkante millimeter chipoppervlak aan t¢ brengen en
20 meer sehcuseliplaa:scn per chip, complexere logi-
sche functies en dergelijke te integreren. Daarbij
worden de axidelagen dunner, de poly-Si- en alumi-
nium-banen smaller, de fotolithografic steeds verfijn-
der. Veel, zoniet alles, hangt hierbij afl van de beheer-
sing van materialen en processen,

Dit, 10t in de kleinste details beheersen van de
1echnick is evenzeer van belang om een andere
ontwikkeling te kunnen blijven volgen: de sirijd om
verhoogde prestatie (grotere snelheld en minder
encrgicdissipatie} en verhoogde betrouwbaarheid.
Wat de prestatieverhoging betreft, die wordt in de
MOS-technick al goed gediend door de verkleining
van de afmetingen, ecliter de verfuging van hel stroom-
niveau, die hiermee hand in hand gaal, maakt de
schakeling gevoeliger voor parasilaire effecten. Een
betere materiaalbeheersing maakt hel mogelijk deze
in de hand te houden,

Het belang van een grotere betrouwbaarhceid moct
hier met nadruk genoemd worden, Om twee redenen.
Ten cerste omdat dit in overzichisurtikelen dikwijls
over het hoofd wordi gezien ¢n ten tweede amdat juist
dit aspect de drijvende krachi is achter veel [ysisch
onderzock op het gebied van de halfgeleiderelekiro-
nica. Als kwalitatiel voorbeeld van de vereiste vergrote
belrouwbaarheid het volgende. In een systeem eist
men een constante, lage uitvalsnetheid van elekiro-
nische onderdelen, Dit betekent dat een chip waarin
1024 (1 k) gehcugenplaatsen zijn geintegreerd na
bijvoorbeeld 20 jaar geen hoger uitvalspercentage mag
hebben dan &én afronderlijke transistor. Duat wil
zeggen, dal bij integratie de betrouwbaarheid per
transistor, of in het algemeen per funclie, drastisch
moet toenemen. Om dit 1¢ bereiken is veel (Tysisch)
onderzoek nodig. Verder in dit artikel worden ook nog
andere aspecien voor onderzock genoemd. Voorlopig
worden ze samengevat in figuur 3,

Welk fysisch/technologisch onderrock is hier van
belang? Dit is al enigs2ing wan te geven aan de hand
van het vereenvoudigd fabricageproces uit de vorige
paragraal. We noemen als voorbeelden:

—defecten in het silicium, kristalgroei;
~defecten aan het Si-SiQ,-grensviak;

= delecten in hel 5i0,;

—dcmilic van diglekirica, poly-Si, metaallugen;
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kleinere
afmetingen

hogere -+
prestatie |———

fysisch
onder zoek

opbrengst

-~ ¢tstechnicken, mechanisme van plasma-cisen;

- ionenimplamalic;

~ herstel van implantatieschade, laserannealing;

— rekristallisatic in poly-Si, eigenschappen van kurrel-
grenzen;

~ fotolithografie; .
- deyradatiemechanismen door elekirische stromen;
- metaal-haifgeleider contacten.

Een deel van deze onderwerpen wordi reeds in de
onderzockgroepen van de Werkgemeenschap Halfge-
leiders bestudeerd,

Aan één van deze, ioncnimplaniatie, wil ik een spe-
ciaal woord wijden. FOM heelt dit onderzoekgebied
al onderkend als belangrijk voor halfgeleideronder-
20ck en een aanzienlijke investering gedaan voor cen
500-keV-ionenimplanter aan de TH-Twente {liguur 4).
De machine is in 1482 geinsiatleerd. Her onderzock
1al zich onder andere gaan richten op diepe implan-
tatics, dus mel ionen met cen relaticl hoge energie.

grotere /
betrouw-
baarheid

Fig, 3 Enkeleaspevien van de halfgeteiderclek eonica
div leiden tof fysisch onderzock en welke op i beurt
weer befnvioed worden door de resuliaten van dit

vadverzoek.
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VERENIGINGSIENDER PI4NWG

Eddy van Raay {(PAOVRA} Aneaconstraat 7% redactie en
3434 JB  Nieuwegein uitzendingen,
Tel: 03402-45975., {binnenkort)

QPLEIDINGEN £/Ds

Hersan v Arendonk {PATASK) Telt 03402-54137,

Ronald Roeten. {PAJDOL}

PRINTSERVICE:

Dick Rietberqen (PAJEEK)

YOSSEJACHTEN:

Egon Honingh {PAJEDN) Tel: 0340240493

Roel Jansen {PE1ILI)

VELDDAGEN,

Hara Yolleaa {PAOLYE} Tel: 034B5-1585

REDACTIE *HAM-NEWS's

Hin de Kleuver (PDOEDN) Bergmolen 13
4133 8D Vianen,
Telt 03473-75419,

EXCURSIES)

Jan P, Btaal {PAJEGP) Telt 03402-39228,
John Clobus {PASAIC) Tels 03402-37911.
Q5L -NANASER)

Hara Yollema (PAOLVE) Tel: 034B%5-1585,

KASKONTROLE-COMMISSIES

Rim J. van Baalen (FAONIG)
Erik J. Deurlo {PDOORH)

Definitie van een OM, Dat is iemand die iedere keer dezelfde lezing houdt onder een andere
tital,
De SIK,

Het gelijk heeft bij amateurs een vreende eigenschap, dat aen het kan hebben en toch nist

krijgen.
De Sik,
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e Hozféxnaf b

Langaatrsnt 107, il Js Karkbeina}
1211 GX Mibvetawn, Tol, 0134 3133

SFFECIAAL.ZAAK VOOR ELERITRONT by

bGrote sortering electronica~onderdel en ook voor de rendamateur !

HE

transistoren - doorvoer condensatoren - coax kabal -

blikjses, HF tochtdicht in diverse maten -~ pluggen an
kabels, cok voor uwWw computer. - antenne materiaal -
seinsieutels - trafo’s - scldeerbouten - boeken — Xtallen
etc.

Verder bl jzonder veel voor specifieke AUDID toepassingen

Hoofdtelefnons, mengpanelen, microfoons etc.

Grote sortering HEMQ en VELLEMAMN bouwkits !

Ool:

en

nog in (ruime} voorraad i
Ro&Aa T O — 0 BT Z =M
veel ;

1P — INCH MATERIYIAAL,

U kuni ons natuurlijk gemakkeli;k bereiken via de A2Y  of

me

t het openbaar vervoer ; slechts L0 minuten lopen wvan

het station!

Van harte welkom, ook voor net GRATIS deskundiqg advies
van dinsdag trsm vrijdag tussen OB.J30u #n 13.00u w0 van
14.00u kot 17.4%u. Dp zaterdag zijn wij open van 0Y,00u
tot 17,00,

7= de Cihrmiuvsm Foal e

o




